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Halbleiter-Bauelemente




Die vorliegende Ubersicht enthdlt in gedréngter Form die wichtigsbten
Grenz- und Kenndaten der in der DDR gefertigben Halbleiterbauelemente.
Die Kennwerte werden im allgemeinen fiir eine Umgebungstemperatur von
25 ¢ angegeben.,

Dem Anwender soll durch diese Ubersicht die Auswahl der jeweils in
Frage kommenden Typen erleichtert werden. Wir weisen darauf hin, daB
wir uns Anderungen, die durch den technischen Fortschritt bedingt
sind, vorbehalten.

Spezielle Anfragen und Begtellungen sind an das jeweilige Hersteller-
werk zu richten.

B .maHHoM 0030pe B COKpAllEHHOM BUJE WANOKEHE BakHeflive TEXHWYSCKUPR
JAHHHE W XapaKTepMCTHKa H3I'0 TOBIEHHHX B ILP MCAYIPOBOLHHKOE, IIpHEE-
JIeHHHE TeXHUYECKHe LaHHHe B oflieM XapakTepHH OpE TeMIepaType BHEm-
Heii cpemw or 25 °C.

3azraveil 3TOro o030pa ABIAETCH OCHErYUTE YHNOTRECHTENO BHOGOD HEoOXo-
IMMEX eMy THIOB. Mu ykasuBaem Ha To, YTO MDABO HA W3MEHEBUs, oOyc-—
JICBJISHHYE TEeXHUUYeCKUM [peoTpecceM, Mu OCTaBIASM 232 colofi. Co cnemu—
aJbHEMI BOODOCAMH M 3aKa3aME o0pallaiiTech K COOTRETCTEBYHUEMY R3aBONY-—
3T OTOBUTENN,

This survey contains a summary of the most important gquantities and
characteristic data of the semiconductor components made in the GDR.
The indices given generally apply or an ambient temperature of 25 Ha

This survey is to facilitate the selection of the types that come to
the gquestion for the user. We would like to point out that we reser-
ve the right To make modifications due to technological advance.

Please address ingquiries and orders to the manufacturer.

Halbleiterbauelemente-Industrie der Dcutachen Demokratischen Republik

{poMHIIEHHOCT [10 NPOMBBOLCTEY NOMYNDOBOAHMKOR 'EpMAHCHUH jeMoxpa—
THYECKO# PecnyOauxn

Semiconductor component industry of the Germen Democratic Republic




25 Jahre DDR - 25 Jahre zuverldssiger Handelspartner
25 Jahre RGW - 25 Jahre erfolgreichc sozialistische Zusamnenarbeit

MaBgebenden Anteil an den Erfolgen der 25 Jahre hat die Halblelter-
bauelemente-Industrie der DDR mit den Bebrieben:

Kombinat VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)

Kombinat VEB Funkwerk Erfurt

VEB Werk flir Fernsehelekbtronik Berlin

Arheitsstelle fiir Molekularelckbronik Dresden

Die Werktidtigen des Stammbetriecbes vom Kombinat VEE Halbleiterwerk
Frankfurt (Oder) begingen im Jahr 1974 das 15jdhrige Bestehen ihres
Betriebes. Er wurde im Januar 1959 auf BeschluB des V. Parteitages
der SED gegriindet. Inzwischen entwickelte sich das Halbleitcrwerk
zum gréften Produzenten von Halbleiterbauelementen in der DDR.

Alle Banelemente tragen dac Giitczeichen des ASMW der DDR, davon 12
das Giitezeichen "Q".

Fir hervorragende Leistungen und Ergebnisse im sozialistischen
Wettbewerb wurde als hohe staatliche Auszeichnung der

"Karl-Marx-Orden der DDR"
verliehen an:
Stammbetrieb des Kombinates VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)

VEB Réhrenwerk Anna Seghers Neuhaus
Batrieb im Kombinat VEB Halbleiterwerk Franklurl {0oder)

VEB Werk fiir Fernsehelektronik Rerlin

Die Auszeichnung mit dem "Karl-Merx-Orden” wird den Werktdtigen des
Kombinates und der gesamten Erzeugnisgruppe Ansporn sein, weiterhin
zuverldssiger Produzenl und Handelspartner zu bleiben und dariiber
hinaus in den Folgejahren noch griBere Leistungen zur Idsung der
Aufgaben unserer Volkswirtschaft und der sozialistischen Skonomi-
schen Integration zu vollbringen.

25 ser THP - 25 JeT HalekHyii TOPI'OBHA NADTHED
25 Jer COB - 25 JeT ycleWHoro CONMANMCTHYECKOTO CCTPYAHAYECTHA.

CHAYUTeNbHE BKJAH B_yCOexd 3a 25 JeT BHEec/As MDOMHIMIEHHOCTE MOJY-
[IPOBONHMKOEWX Ieraneii [P B ee npemnprATisA:

KOMCMHAT HapozHoe NMpennpuATie 3aBof MOMYNPOBOMHMKOE BU QpaHK-
dypre Ha Onepe

KOoMGMHAT HapoiHoe mpemnpuaATie pajuo3aBol B Jphypre

Haponnoe nmpegnpuATye 32BOJA TeJEBUSHOHHOR 3JEKTPOBNKM B bepnzme
IPENNpAATHE MOJNEKYJIAPHO! BJIEKTPOHUKK BO Npe3jieHe

TpynAuuecs UOOBHOT'O NPENNPUATUA KOMOMHATA - 3aBONA MOMYIPOBOLHEKOB
BO Ppaukhypre Ha Gnege - oTmeyainT B 1974 romy IS-;merne CYyWeCTEOBANNA
CBOEIC [IpELNpUATEH. Sa 9TU TOAN 34BOL MOJYIDOBOJEUKOB CTAN KDpYNHEd-
WEM [OpOUBBOAKUTENEM OOJMYNPCECOHMKCODEX necTane#t B [P, Dcem meranmm
iIpACBOeH. SHaK kavecTBa BejowcTBa [0 oXpaHe TOBADOB ¥ MAaTEDHANCE, W3

Hux IZ2 - OHak KayecTea "Q".

32 BrIaouMecHd LOCTHXEHMI M YCOeXd B COUMAIMCTHYECKOM COpEBHOBAaHMN
CIEeLyluiy NpednpUsTUAM Chia NpUCYXLeHa BHCOHAS I'OCYAapCTEEHHSR HATna-
na Oppen iapaa lapkca: .

COJIOBHOMY NPENIPUATHO KOMGMHATA — SALOLY NONYNPOBOLEHKOB BO
dpanrfypTe Ha OIepe

DajuozaMnoBoMy 3aBoly umeHu AHHM 3erepc B Holfixayc (mpennpusrme
KOMOUHATZ 3aBoja [OJYIPOBOSHMKOR DO dpaHxfypre Ha Onepe )

38BONY TeJEeBA3UCHHOM 3JEKTDOHWKM B Bepiuue,

Harpaxnenue opmeHowm Kapaa biapkca Gyier LN TPYAAUMXCA KOMOMHATE W Beeit
IPyONd NPeLNpUATUR CTHMYJIOM - ¥ B JaibHeilileM ONTL HaJeXHW! [POH3BONF—
TEJIEM M TODPTOBHM NADTHEPOM, & TAKKE M B [OCJAELYUUME TOLN LOOKBATLCH
elle OOJBWAX YCIEXOB B pelleHNd 3a7ay Hallero HapoIHOI'C XO3AHCTEA X COMM—
AJIMCTHYECKON BKOHOMHYECKOR WHTErpalui.




The GDR — a reliable trade partner for the past 25 years
CMEA — 25 years of successful socialist cooperation

Kombinat VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)
Kombinat VEB Funkwerk Erfurt

VEB Werk fiir Fernsehelektronik Berlin
Arbeitsstelle fiir Molekularelektronik Dresden

are establishments of the GDR's semiconductor element industry which
have greatly contributed to the successful development of the German
Democratic Republic since its foundation 25 years ago.

Kombinat VER Halbleiterwerk Frankfurt (Oder) which is now the parent
firm of a large industrial combine, wag established 15 years ago
following a decision adopted at the 5th Congress of the leading
Socialist Unity Party. It has since become Lhe largest GDR manufac-
turer of semiconductor elements, and all its products comply with
guality standards set by the National Materials Testing Board.

12 products of the works hear the "Q" mark of superior quality.

For outstanding production achievements and excellent performance in
socialist competition, the GDR government has awarded the

"Karl Marx Order"

to the parent company, VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder) combine,
and to the subsidiary companies,

VEB Rohrenwerk Anna Seghers Neuhaus, and

VEB Werk fiir Fernsechelektronik Berlin.
The high decoration they have received will stimulate the staff of
the combine and the entire industry in their efforts to fulfill

their commitments as a national manufacturer, and as a partner in
international trade and socialist economic integration.




Pypenverzeichnis

Typ Her- Seite
steller
A 109 C HFO A3
A 110 C HFC 13
B 109 C HFO 13
B 110 C HFO 13
D 100 C HFO 10
D103 C HFO 10
D110 C FWE 10
D 120 C HFO 10
D 126 C HFO 10
D 130 C HFO 10
D 140 C HFO 10
D 150 C HFO 10
D 151 C HFO 10
D153 C HFO 10
D 154 C HFO 10
D 160 C HFOQ 16
Da72.c FWE 10
oD 181 C HFO 10
oD 191 C HFO 10
oD 195 ¢ HFO 10
D 200 C HFO 11
D210 C HFO 11
D 220 C HFO 11
D20 ¢C AMD 11
oD 240 C AMD 11
oD 251 C AND 1
oD 274 ¢ AMD 11
¥ GA 100 WF 22
x GA 101 WE 22
x GA 102 g 22
x GA 103 WF 22
x GA 104 WF 22
GA 105 WF 22
GA 108 WF 22
X 2 GA 109 WF 23
2 G 113 WF 2
4 A 114 WF 23
GAY 60 WE 22
GAY 61 13 22
X GAY 62 wF 22
GAY 63 WF 22
GAY 64 WP 22
GAZ 16 i 4 22
X GAZ 1Y i 3 22
X GC 100 HFO 14
x GC 101 HPO 14
X GC 112 HRFO 14
x GC 116 HFO 14
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117
118
121
122
123
301
160
170
175
180
240
241
242
243
244
100
105
145
147
119
120
124
122
109
111
112
121
122
099
100
101
102
103
104
105
301
403

412

SAL 41
SAL 43
SAL 45
SAM 42
SAM 43
SAM 44
SAM 45

SAM

&2

SAM 63
SAM 64
SAM 65
SAY 12
SAY 16
SAY 17

RWN
RWN
RWI
RWN
RWN
RWN
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14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
5
15
14
14
14
14
28
28
28
28
15
15
15
15
15
19
19
19
19
19
19
19
21

20
20
21

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
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SAY 18
SAY 20
SAY 30
SAY 32

40
42

SAZ 12
SAZ 13

3C
sC
SC
50
5C

BHEa

I

SF
SF
SF

8888

SF

SF
SF
SF

Sh

o SAZ 61
o SAZ 71

206
207
236
237
238
235
121
122
123
126
127
128
129
131
132
136
137
150
215
216
225
235
210
245
103
104

SMY 50
sMY 51
SMY 52

SP
SF

S8
S5
S5
S5
38
Ss
S8
S5
58

101
102
103
101
106
108
109
200
201
202
216
218
219

RWYY
RWN
RWH
RUN
RN
RWN
FWE
FWE
FWE

HFO
HFO

RWN
Rum
RWN
RWH
RWHN
RWN
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SSY
ST
ST
ST
ST
8Y
SY
SY
SY
SY
SY
SY
SY
sY
SY
SY
sY
SY

SY

20
103
108
111
121
170
171
180
180/4
200
201
202
203
204
205
206
207
208
210
250
320
400

57 600

SZX
SZX
524X
SLY
SZY
SZY
SZY

1

1

1
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1
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U1
U3
U3
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18/D
19/D
21
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01
oz
03

Q5
06

08
11
52
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Vg 135

VoA
VGA
VQAa
VQB
VQB
V@B
VQe
vQo
Sel

11
11/4
12
71
71/4
73
32
32/B

el—

gleich-
richber

HFO 17
WF 30
GWS 30
GWS 30
GBS 30
aws 24
aws 24
GWs 24
GHis 25
GWs 24
GW3 24
Gus 24
s 24
GWs 24
GWS 24
GWs 24
GWS 24
GWs 24
GWS 24
GWs 25
GWS 24
GWS 24
GWs 27
Wr 26
WF 26
WE 26
WE 27
WE 27
WE 27
e 27
FWE 12
FWE 12
FWE 12
FWE 12
Fwe 12
FWE 12
FWE 12
FWE 12
FWE 12
FWE 12
WE 29
WF 29
WF 20
WE 29
wE 29
WF 25
WP 29
WF 29
WF 29
GWG
32...36




RWN

FRE
RWH

RWR

WP

AND

Kombinat VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder) Stammbetriedb

VEB Gleichrichterwerk GroBrédschen
Betrieb im Kombinat VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)

VEE Cleiechrichterwerk Stahnsdorf
Betrieb im Kombinat VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)

VER Rohrenwerk Anna Seghers Neuhaus
Betrieb im Kombinat VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)

Kombinat VEB Punkwerk Erfurt

VER R6hrenwerk liithlhausen
Betrieb im Kombinat VEE Punkwerk Erfurt

VEE Rohrenwerk Rudolstadt
Betrieb im Xombinat VEB Funkwerk Erfurt

VEB Werk fiir Fernsehelektronik Berlin

Arbeitsstelle flir Molekularelektronik Dresden

Nicht fiir Neuentwicklungen
0 In Entwicklung

x e npernHasrayeno LaA
HOBHX paspaloToK

o E masHuili MOMeHT
pa3padaTHBAETCH

x Not for new developments
¢ Under development
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wirksame Flidche
Gehdusekapazitat
Eingangskapazitét
Sperrschichtkapazitat
Lastkapazitat
Gesamtkapazitat

Gleichtaktunter-
driickung

Ubertragungsdémpfung
Beleuchtungsstirke
Rauschfaktor
Prequenz

Grenzfrequenz in
Basisschaltung

Grenzfrequenz in
Emitterschaltung

Gitegrenzfrequenz
Transitgrenzfrequenz

HF-Leistwigsverstidrkung
in Basisschaltung

Hihe
Gleiczhstromverstirkung

EurzsehluBistromverstar-
kung in Emitterschaltung

Pasisstrom
Kollegtorstrom

Kollektorreststrom bei
offenem Emitter

Kollektor-Emitter-
Reststrom

Kollektorreststrom bei
in Sperrichtung vorge-
spannter Emitterdiode

Drainstrom
Blockierstrom
Drainspitzenstrom
Strahlstiarke

FluBstrom, DurchlaB-
gleichstrom

Dsuergrenzstrom

Effektiver Durchlafi-
strom

ScheiteldurchlaBatrom

NenndurchlaBstrom,
Nenngleichstrom

Periodischer Spitzen-
strom

Nichtperiodischer
Spitzenstrom

Ziindstrom

Haltestrom
Eingangsbiasstrom
Eingﬁngsoffsetstrom
Sperrstrom
DurchlaBstrom
Dauergrezstrom
Effektiver DurchlaBstrom

Periodischer Spiltzen-—
strom

UcErest
Ucgs

Z-Strom

Stabilitdt des Z-Stroms
Ausgangsstrom
Richtstrom
Richtstromdifferenz
Linge

Leuchtdichte
Serieninduktivitat
Ausgangslastfaktor
HF-Eingangsleistung

Nichtperiodische
Sperrverlustleistung

Totale Verlustleistung
Hquivalentwiderstand

Basis-Emitter-Wider—
stand

Drain-Source-Widerstand
Eingangswiderstand
Generatorwiderstand
Lastwiderstand
Gesamtwiarmewiderstand
Innerer Wirmewiderstand
DurchlaBwiderstand
Sperrwiderstand
Z-Widerstand
Empfindlichkeit

Einschaltverzogerungs—
zeit

Ausscheltverzigerungs—
zeit

Ziindzeit
Ausschaltzeit
Einschaltzelit
Freiwerdezelt
Anstiegzeit
Sperrerholungszeit

Speicherzeit

Temperaturkoeffizient
der Z-Spannung

NennanschluBspannung
(Effektivwert

Bagis-Emitter-Spannung
Durchbruchspannung
Kollektor-Basis-
Spannung
Kollektor-Bagis-
Sperrspannung
Kollektor-Emitter-
Spannung
Kollektor-Emitter-
Sperrspannung bei
offener Basis
Kollektor-Emitter-
Sperrspannung bel cnd-

lichem Basis-Emitter-
Widerstand

Kollektorrestspannung
Kollektorsperrspannung

bei kurzgeschlossener
Emitterdiode

UcEsat

Ucgy

Kollektor-Emitter-
Sdttigungsspannung

Kollektor-Emitter-
Sperrspannung bei in
Sperrichtung vorge-
spannter Emitterdiode

Blockierspannung
Drain-Bulk-Spannung
Drain-Gate-Spannung

Scheitelblockier—
spannung

Periodische Spitzen-
blockierspannung

Nichtperiodische
Spitzenblockierspannung

Drain-Source-Spannung
Eingangsspannung

Emitter-Basis-Sperr-
Spannung

DurchlaBgl eichspannung
Gate-Bulk-Spannung
Gate-Source-Spannung
Ziindspannung
HF-Spannung
Gleichtakteingangs-

. sbannung

Differenzeingangs-
spannung

EBingangsofTsetspannung

3perrspannung,
Sperrgleichspannung

Scheitelsperrspannung

Periodische Spitzen-—
sperrspannung

Nichtperiodische
Spitzensperrspannung

Betriebsspannung
Source-Bulk-Spannung
Schwellspannung
Z-Spannung

Stabilitat der
Z-Spannung
High-Ausgangsspannuig

Low—Ausgangsspannung
Spammungsverstirkung

Steilheit
Ungebungstemperatur
Gehdusetemperatur
Sperrschichttemperatur

Temperaturdifferenz
Emissionswellenlénge

Wellenldnge maximaler
Emission

Spektrale Halbwerts-
breite

Binschaltzeitkonstante

o



YocnoBHHE

AKTHBHAA IONAIb

EMKOCTE KOJUIEKTODHOI'O
nepexona

BxomHad emKocThb
EmxocTe mepexona
EMKOCTH HaTpY3KH

O0mas eMKoCThb
PaprnofasHoe noparieHEe
SaryxaHnue np# nepeiade,
CopeneHdoCT:
RoafhunnesT myma
YacTrora

[IpenensHasg uyacroTa B
cxeme ¢ obmeit Gasoit

[lpenensuas uacrora B
cXeme ¢ OCWHM 3METTEpOM

loSporHocThs NpemenbHoit
YACTOTH

TpaHsuTHaAA TpaHuYHad
4aCTOTa -

_JCuJIEeHNE MOWHOCTH BHCO-

KO#l YaCTOTH B cxeMe ¢
ofmeil Gazoi

BHcoTa

YewileHde NOCTOAHHOIO
TOKA

Jcunenue yrapHOTO TOKA
KOpOTHKOI'O 3amMHKAHWA E
cXemMe ¢ o0WMM BMHUTTEpOM

Tox fasu
Tor xosiexTopa

COparsult TOK KOLIEKTOPa
[IpH OTKDHTOM 3MUTTEDE

OCpaTHH{ TOK KoJJIEKTOpa-
aMMTTEp2 [OpM KOPOTKO3aMK-
HYTO{ LenM sMuTTep-06a3za

UOpaTHH{i TOK KOmIEKTOpa
3alepToro TPaH3UCTOopa

TOK CTOKa
Baoxupyomuii TOK
[lrkomo# TOK QTOKA
Cuna manyyeHus
Ipsmoff mocTosHHNWIE TOK

YcTanopuBmuitca npenis-
HUil TOK

PpPerTUBHN{ MMOYILCHHA
TOK

MakcHManeHo IomoyCcTUMHE
npsmoif MMTOYJIECHHE TOK

HomuHanbue# nocTosHHHA
TOK

Ilepronudeckuf MAKCHMANL~
HHA TOK

Henepromuyeckuit
MAXCHMAJBHHA TOK

Tor cHpAMICHAA
Yinepraraouuit ToK
Cpensaif BXOIHOK TOK
PasHoCTL BXONHHX TOKOB
HocTomuuu#t o6paTHu# TOK

Tot

o0o3HadYeHTA

[Ipsmoi Tok

YcranosuBmuiica npenens-
HHH ToK

SpherTUBHEE WMITYThCHER
TOK

lepuoguyecknii MaKcUMANbL—
HHi TOK

Tok CTadWIn3alnn

CraduIbHOCTE TOKA
CTAONIN AN

Buxouoci ToK
BunpAMJIeHHHE TOK

PasHocTe BHIPAMIEHHHX
TOKOB

LinHa
fApxocTn

Cepuithan MHIYKTUBHOCTH

Buxon:Hol xoodduumesT
HATPY3KY

BucoxoYyacTOTHAA BXOIHAA
MOIHOCTE

HefepuoirdecKag sanupa-
QUiag MOWHOCTH [0OTEeph

lakcnMalbHas AONyCTHMAA
MOWEOCTE

OKBMBAJIEHTHOE CONDOTHER-
JIEHNE

CONpOTHBISHHAE MERIY
0a30il # BMUTTEpOM

ConpoTHEIEHRE MEXLy
CTUKUM 1 MCTOYHUEOM

Bxomioce conpoTHBIeHne
ConnoT#BIeHMe redHepaTopa
ConporeBien#e HarpysKu

(Cwee TemToBoe COMpo-
THEIEHHE

BuyTpeHree TEMIOEOE
COLpPOTHRIEHNE

Conporusnenye B mnpo-
OyCKHOM HalparleHan

Ipsmoe conpoTunicHic

ConpoTunnesne craduim—
3alMK

YyBCTBUTEJIBHOCTE

DBpema BHOEPHKA BHIO-
YeHuA

Bpews BHIEDHKN BHEKIO-
YeHUs

BpeMmd crpAMIeHnd
DpeMa BHKJIKYEHHUA
Bpems BrIOUSHHA
Bpemda 3ammpausus
BpEMA HapacTaHusA

Bpema BOCCTaHOBIEHNA
00paTHODD CONpOTARIEHAA

Bpema paccacuBaHUA

KoaduumensT TemnepaTypu
HanpskeHnA CTaluiIu3a—
IR

UuN HomuHasbHOE HanpaxeHHe
npucoeanHeHnn (afper—
THBHOE 3Ha4eHue)

Upg Hanpskesre smuTTEp-0asa
U(BR) llpoCiBHOE HaNpsAKEHHE
CB Hanmpsxenue KOJIEKTOp-

daza

Usno MagkcuMaNbHO JOOYCTUMOE
HAOpAKEHAe KOJIEKTOp-
fa3a pU DAROMKHYTO
Lenm sMATTEepa

Ucs HanpaAxeHue~KOLIEKTOp—
3MUTTED

Usro MaxcumasibHO HOOyCTUMOE
HalpAKeHKe KOMIEKTop-
3MUTTED OpH PA3OMKHY—
To#f memn GazW

Uckr VgKcuNaJBHO IOOyCTUMOE

HEANpDAKEHNE KOJLIEeKTDOD—
IMHMTTEp OpH 3aIaHHOM

GOHpOTEBﬂeHHH 0 LIens

3MUTTep-0a3a

U, (UcraTouHoe HanpskeHne
CErest yonnexropa

Ucgs Makenvansuo gooycra—
MOE HalpAXeHne KOLIeK—
TOP-OMHTTEP OPE KOpPOT-
KO3aMKHYTOM IHOLE
IMUTTEDE

Unp danpAkcHue HACHUEHHA

CEsat yexny komnexTopom u
NHNTTEepOM

Usiy MaKCHMAJILHO HONyCTHMOS
HalpAKEeHNe KOJLIEKTOp-
SMATTED 3Jalleproro TpaH-
3ucTopa

Uy bickupyiuee Hanpsxedne

UDB Hanpskedue CTOK-MOL-
JIOHHa

Upe HanpaxeHnyue CTOK-3aTEOD

Upye Makcumanbroe OJOKMDO-—
BOYHOE HanpaxeHue

P

Upr [epuonrueckoe NUKOBOE
GJIOKMPOBOYHOE HaNps-—

« AeHne

Upg HenepmooNYeCcKoe NHKOBOE
OJIOKNDOBOYHOE HAIpAXeHe

DS danpsakedre CTOK-UCTOK

U, Hanpsm#enne Bxoza

UEBO llakcuMaIbHO LOmyCTH-
NMO€ HAUDAKEHNE IMHTTEp-
0asa Npd DA3OMKHYTOR
Llel KOJJEKTopa

Up HocToRHHUE LpAMOE Ha-—
npaKenne

Ugp Hanpskenue sarsBop-mon-
JIOKHA :

UGS Hanpssrenve saTBop-HCTOK

Ugp Hanpskenue cuopsmieRuds

Uy BucoKkouacToTHOE Hampa-
XeHue

Uy Pasrojasnoe BxopHOE
HalpAkeHne

Uprp PasHocTh BXOIHOTO Ha-
[DAKEHN A
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ﬁRs denepucinsecxoe odpar- Upy, bhxomsoe Haupstekye Low | A\ (nexrpagsuas WApMEA
HO® NUKCEDS HarnpaxkeHne VL- YCHIGHME H4..1=-PHUA [IOJOBAHHOT'C 3HAYSHME
Ug  Padodee Hanpsikenue Y51 [ipoBommmcer: . -iron ¥;  HccToddHan ppekens
Usp Hanpsienne ncrok-mog- SRRl e
JIOKHA &, Tesneparyna oxoyimm—
Hed cpen N
Symbols asecg
A L:r?ctive area IF ggifazg ggafrle‘"m"ﬂ+ Réq €x 5 resistance
C, casing capucilance PARRS SR LRG ERERY Rgr  basz 2 r—recistance
_ BE S ! sistan
C input capacitance T maximum econtinuous R o R L
cgss ; s : F PorEATY EUDrent IS drain-source-resistance
- Junction capacitance B =E . = - R input resistance
cr YR SN P effective forward current| ®©
D i E = o Iesd o
Ciot total capacitance Ty,  PEARTERNRMR SRS g Uomalkeaes
L gy Ipy  nominal forward current, % load resistance
rejection o rated direct current Rth total thermal resistance
a5 transmission loss Iz  peak repetitive forward Ry, internal thermal
B light intensity n current % resistance
F noise figure IFS non-repetitive peak Tp forward resistance
¢ surge current
frequency o s reverse registance
. IGT gate trigger current
h27b common-base clit-off I holding current °Z & resistance
frequency i SRS SR s sensitivity
_ m I input bias current :
fi01e common-emitter cut-off TI ) - . o Ypyy, Purn-on delay time
Prdg ionkw 10 input offset ecurrent & i) SEHeOEr dET .
urn-oif delay time
fQ cut-off frequency I, reverse current tDLH o % GJIUlH
of merit I, forward current g E9NE Wbigghn Sitng
= 2ok | Gunalal = 5
fp transition frequency o e A u ‘off Wurm WL wime
Gy,  vcommon-base POWeT gain forward current ity G
h height IT effective forward current te recovery time
hoqp DC current gain Iog  peak repetitive forward T rise time
. . currer .
ha,le smgllTSlgnal current nf tl‘I‘ reverse recovery time
gain in common-emitter i, Z current tg storage time
I base current AI;,  stebility off 2 current TK,, temperature coefficient
IC collector current Ib output current J_ of 7 voltage :
Iospg C¢ollector cut-off I, rectified current Uy nominal connecting
CUTTERE AIO APPSR voltage (effective value)
ICES collector-emitter rectified current UBE base~emitter—voltage
cut-off current with 9 length U breald
base shorted to emitter 6 (BR) “reaxdown voltage
I e L luminous density UGB collector-bage-voltage
CEV current at the emitter Lg series inductance Usro mayimum collector-base
dicde biased in the Ny fan-out voltage
reverse direction L0 R colleclor—emitter—
ID drain current Pin ol inpgttfzzer - yolsass
In blocking current RS gggﬁriﬁﬁge pg:e;evebse Ueso mafimum GoLlector:end thicy
el : voltage witl er
TDR drain peak current dissipation U Vo idﬁc WAIT oitq e
; : o . " Sy meximum collcctor-esmitter
I, radiant intensity Piot total power dissipation St voltage at defined base-

emitler-resistance




Ucﬂrest

Ucrs

UCEsat

Ueny

{ e B e

DE

collector regidual
voltage

maximum collector
voltage with base
shorted to emitter

collector-emitter
saturation voltage

maximum collector-
emitter voltage with
reverse biased emitter
diode

blocking voltage
drain-bullk-voltage
drain-gate-voltage

maximum operating peak
blocking voltage

repetitive peak
blocking voltage

non-repetitive peak
surge blocking voltage

drain-source-voltage
input voltage

"EBO

maximum emitter-base
voltage

forward voltage
gate-bulk-voltage
gate-source~voltage
gate trigger voltage
HEF voltage

common mode input
voltage

differcntial input
voltage

input offset voltage

reverse voltage,
reverse direct voltage

peak reverse voltage
repetitive peak
reverse vollage
non-repetitive peak
surge reverse voltage
supply voltage

source-bulk-voltage
threshold voltage

Z voltage

Z voltage stability
high output voltage
low output voltage
voltage amplification
mutual conductance
ambient Temperature
casing temperature
junction temperature

temperature differen-
tial

emission wave length

peak emission wave
length

spectral half-band
width

turn-on time constant

D



Monolithische integrierte Schaltkreise
MOHONKTHHE MHTErpAJbHHE CXEMH MepelIwueHuit

Monolithie integrated circuits

Digitale Schaltkreisge (TTIi~Normalreihe)
Iudporre cxemy nepermiouenuit (TTL -
Digital circuits ('L standerd series)

ROpMAIBHEA DAl

9) bei U, =5V und & =25°

D100 C ... D195 ¢
D200 C .,. D 274 ¢

Grenzdaten: Informationsdaten:
Uy = Ooaiall ¥ Ugp, < 0,4 V - Uy =5 100,25 v
Up = -0,8...45,5 V Ugg > 2,4 7 =t % =25°%
g = 0...470 %C
a
Typ Art logische Funktion Yo, 2) tp1n 9) Ng
b ns ns
D 100 C 4 NAND-Gatter Y -1 4...45 2 6...22 3 419
mit je 2 Eingingen
D 103 C 4 NAND-Gabler Y = I8 <152 <303 10
mit je 2 Eingingen-
Kollektor offen
D 110 ¢ 3 NAND-Galber Y = EEC (L [ 3) 6...22 ) 10
mit je 3 Eingidngen
D 120 C 2 NAND-Gatter Y = Z5CD 4...15 3 6...22 3 10
mit je 4 Eingingen S
D 126 C & NAND-Gatter Y =IF <15 3 <303 40
mit je 2 Eingingen- 1
Kollektor oflen
D 130 C 1 NAND-Gatter Y - KOCDUTGH 4..,15 3 6...22 3 10
mit 8 Eingéingen
D 140 C 2 NAND-Gatter Y = EBCD BB ' Bl Y 38
mit je 4 Eingingen
D 150 C 2 AND/NOR-Gatter Y,= (AB) + (CD) + X 4...15 3 Gy 3) 10
mit je 2 x 2 Eingdngen- Y = m
1 Gatter erweiterbar 27 e
D 151 C 2 AND/NOR-Gatter v = THES S 5...15 3 g...22 3 410
nit je 2 x 2 Eingdngen
D 153 C 1 AND/KUR-Gatter Y = (AB) + (DD) ¥ (&M + (DX 4...15 P 6...22 3 10
mit 4 x 2 Eingéngen-
Gatter erweiterbar =
D 154 ¢ 1 AND/NOR-Gatter Y= (AB) + (CO) + (Y + (CH)  4...153) 6...223) 10
mit 4 x 2 Eingdngen
3
D 160 ¢ 2 Expander 45 X = ABCD <203 <303
mit je 4 Eingingen
D 172 ¢ J-K-taster-Slave-Flip-Flop <40 P < 25 3 10
mit je 3 J-und 3 K-lingdngen
D 181 C Aktiver 16-bit-Speicher RAN < 45 gg < 25 2%
] < 35
D 191 ¢ B-bit-Schieberegister <503 <cu® 1o 2
20
D 195 C 4-bit-rechts-links-Schieberegister < 35 3) < 35 3) 10 5y
20 4
1) Spannungsfestigkeit des Ausgangstransistors 15 V 18.6 max
2) zur Erweiterung des D 150 C bzw. D 153 C -
3) €y = 15 oF, Ry = 280Q [ | 1 } t } —
1) Cp = 15 oF, B, = 93Q I |“J o
5) Ci, = 15 pF, X1 - T1 adressiert I | I [ ] I o
6) CL = 200 pPF, X1 - Y1 adressiert H . . i |
7) nur fiir H-Pegel
8) Taktfréquenz > 15 NHz

KA A D R
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Digitale Schaltkreise (TTL-Schnelle Reihe)
limpposne cxemu nepexiandennit (TTL - Oucrpuit psam)
Digital circuits (TTL high speed series)

Grenzdaten: Informationsdaten:

Uus = Diatdi ¥ Unr < 0,84V Ua =95 £ 0,25 ¥

8 Ok bei B 0

Up = -0,8..445,5 V Ugg > 24 V %, =25°%

& = 0...+70 ¢

Typ Art logische Funktion Yom = to1m w3 Ny

ns ns

D 200 C 4 NAND-Gatter Y =18 3240 2) 325270 2) 10
mit je 2 Eingingen

D 210 € 3 HAND-Gatter Y = EBC 3...10 2) 3...710 2) 10
mit je 3 Eingingen R

D 220 ¢ 2 HAND-Gatter Y = ABCD A {5 2) L ey [ 2) 10
mit je 4 Eingangen

D 230 ¢ 1 KAUD-Gatter Y - AGCOIGH S ™ o0 B 40
mit 3 Iingéngen

D 240 C 2 NAND-Gatter Y = IBCD <2 P <12 ) 30
mit je & Eingingen

D 251 € 2 AND/NOR-Gatter Y - TEBY 5 (0 a1 D 13 g
mit je 2 x 2 Eingingen

D 274 C 2 D-Flip-Flop <30 @ <03 1o

1) Zdhlfreguenz = 35 IMHz 3 CL = 25 pF, RL - 932

2) €; = 25 pF, Ry = 2808 4) bei Uy~ 5V wnd & - 25 ¢

Us 4B 4A &Y 3B 3A 3Y U 7C 77 3C 38 34 3 Us 20 2¢ 2B 2A 2Y Us H & 4
4] ﬁiii;? Eilii.; 31131
) , . )

i . |i | &
MTEBIWEEE T EEHE DTZEEEEE TEEEEED
IATB‘T}’ZAZBZ}’H 1A 18 2A 2B 20 2 M 1A 1B wmwmMm A B C D EF M

D006, D193 ¢ nmc D120C, D1OC D130¢

D 200C, D726 C D206 D 2206, D240 D230¢
U 1D X X 2X 2X 2D Us T K3 K2 KT @
MEAEMBEE R E R 6§

[l BI W T 17
Al A2 B2 G2 D2 Y2 M Jgj Jz2 J3 § M

D1s0¢, D151C, D251¢ D172 ¢

D81¢ D276
X4 W1 8180 M Wo re Use 2R 2D 2T 25 2Q 20
2] [7] [10] [3] [Z] 3] [3

1 =
] oo [ £

T 2] T3 TeT 12T T6117 G @
X3 X2 X1 Us Y1 y2 Y3 RIS NE M




MOS-Schaltkreise
Cxems nepesxmodenni MOI
MOS circuits

Informationsdaten:
Grenzdaten: +1 v
T e R oy, > 10V oy =Ugq =277,
Bl - et =Upg <1 V e Y W2y
Ugp = =31.4.40,3 V s2 =12 4,5
Ui = =25...+0,3 V RL = 100 kQ
0 o
% = 0...470 % & =25 %
Y D]
Typ Arg logische Funktion i tops
ns ng
U101 D 2 Volladdierer s=eq(e, 3+e2 3)+6f1' Sreqen83) 260 2) 260 2)
mit je 3 Eingédngen =e e e
1 2 2 3 2 3 2) 2)
U 102 D 2 NOR-Gatter a=0192e3 400 150
mit je 3 Eingingen .
U103 D RSI-Flip-Flop 400 2) 350 &)
U 104 D 2 Equivalenz-Antivalenz-Gatter a=eje +e e, 400 2) 300 2)
U 105 D 6 MOS-Feldeffekttransistoren - - -
mit gemeinsamen S?urcem und
Bulk-Anschliissen
U 106 D 4 NOR-Gabber a=5,7¢, 320 2 120 2
mit je 2 Eingéngen
U 107 D 3 AND-Gatter und a=eqe, 300 2 200 2
1 AND/NAND-Gatter ;
mit je 2 Eingdngen
U 108 D 2 J-K-Master-Slave-Flip-Flop
mit je 2 J- und 2 K-Eingingen
U 311 D 5-bit-Sohieberegister 400 2) 600 2)
mit direkter Parallelein-
und -—ausgabe
U 352 D 6G4-bit-Serienspeicher D
1) Uy <27 3) bei g, = 2770y, =l = 13*0 5v 8 = 25 %
2) CL = 60 pF, Ry > 1 g 4) giehe HCS"FeldeffekttIBDSlSuOPEﬂ
ey tp by B & & ez @G B ex 6 F o B i¥ § én 2 B & o
[#] [m] [] [7] [w] [s] [a] @[3 7 3 @7 @) 3 181 71 B3l
r T
q
L £aa & I b
T W B W e b e b @ ma:bée
U} Eor E32 B3 Ug 8 iy unen
virn u1mzo U130
U320
uso Umnso uw7n iV. qp3 B cpl &
[ol [3] [31 [

5 G

85 64 63 62 6

322“2’::“!38201%

Up @y ey €12 B E22 6z G2

3 31 €z Uy €y €42 Oy Oy

iy
—|

7] 12] 18] 14 151
a e cok a cp2
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Analoge Schaltkreise
AHAJIOPOBHE CXEMH NEDEHNHNYEeHNd
Linear circuits

Typ Art Grenzdaten bei & = 25 °C Informationsdaten (& = 25 ey
bei
. Fot Ym Y1 To Y10 o 1 Yy, 9R Ug '8’-51
i mf¥ vV V mA mV  pA  pA 1107 dB ¥ C
A 109 € Uperationsver- +18 300 +> 10 <7,5 0,5 <135 ¥15 =65 +15 O...+70
starker hoher
Verstidrkung filir
universellen
B 109 C FEinsatz +18 300 #5 10 <5 <0,2 <0,5 *>25 >70  +15 -25...+85
A 110 € Differential- +14/=7 300 5 +7 10 <7,5 <15 <100 »0,75 »>70 +12/-6 0...+70
Spannungslompa—
rator ¢u1 allh
integrierten
2 110 © Logikarten FAST 300 45 37 10 <5 <5 25 1 >70 $12/-6 =25...+85

39EFK  129EFK

10k

—E«l‘—* = (= J}—_K (]

+H

- ]
8
N
N
S

K.
- 10k : o
- - —f . AFA
5 4
E 0k
AT08¢, B103¢€ 75 g,g_
. o
S (1+3) 08

74 U102, U193D,
. DO DO OO0 0O, ym4p 3520 ¢ (=10 b-85
o\ utD v105D : (=15 b=65 A103¢, ATI0C
U160, V1070 B103¢, B110¢C
oot e u3np : (=175 b=85
T 2 3 & 5 6 T 8 108D 2 U=25 b=15
J:-;p Kag f(zz {-I'z (e} B Uz Qg Ej “‘3‘2 k?‘." [}
22 [ ol [is] sl [ [l [l ol [ [ [
=1 | = e

| |

-:E - L] -

I
L
if

|

(] |JI L] U080 B vanp
7] 12 137 TeJ 15T Te] 171 181 131 Tl T 1] [2] 3] Te] 11 Te] 7] 18]
Jz1 tpz T2 Sz U B 8 mocopyojn J Up as o, ag a a; op2 cpl
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Transistoren Ge-pnp-NF-Transistoren
TpaH3ucTopy T'epwanueBue HY3KOYACTOTHHE TPAH3UCTOPH THOA P-R-p
Transistors p-n-p AF Ge-transistors
Pyp Grenzdaten bei & = 25 °C Informationsdaten (&, = 25 °C)
bel bel 3 bei bei
Ftot Yoo “Ucrr Res Umso “I¢  Poip “Ucg ~I¢ Ip Foo-Ig £ =Igpg =Ugp
~Ucrs* Byt Thote
mW v v v mhA v mi MHz dB mA kHz pA v
GC 100 50 15 10 15 18...2246 2 >1 <25 0,2 1 <15 6
GC 101 50 15 10 15 18...224%6 2 >1 <10 0,2 1 <15 6
GC 112 50 80  8o* 0 150 10...80*6 2  >0,3 <10 6
GC 1116 150 20 20 1 10 150 28...22#%6 2 >0,5 <20 0,3 <18 15
G¢ 117 150 25 20 1 10 150 45...224%6 2  »1,2 <10 0,3 <18 15
GC 118 150 25 20 1 10 150 45...224%6 2 »>1,2 <5 0,3 <18 15
GC 121 150 25 20 1 10 250 28...224 0,5 100 0;012 <18 15
GC 122 150 35 33 1 15 250 18...140 0,5 100 0,012 <18 15
GC 123 150 70 66 1 15 250 18...140 0,5 100 0,012 <18 15
GC 301 180 32 32 0,510 1000 18...2241 350 0,0 <20 6
1200 1
1) &, = 25 %¢
Ge-pnp-HF-Transistoren
T'epManneBye BECOKOYACTOTHHE TPAH3IHMCTOPH THNA p-n-p
p-n-p RF Ge-transistors
Typ Grenzdaten bei -&a = 25 °C  Informationsdaten ('&-E =25 %)
bei bei bei
Feot Voo “emo ~Vmpo ~To Borg  Uew Te fn P Gy U I £ ~Igg, ~Ugg
Ba1e frotp
mi v v v mA v mA MHz 4B dB V.  mA MHz pA v
GF 100 50 15 10 15 »>20%* 6 2 3% »15 6 0,5 0,5 <10 6
GF 105 50 15 10 15 2220% 6 2 >7* >15 & 0,5 0,5 <10 6
GF 145 60 20 15 0,3 10 10...3012 1,5 600 <¢ >3 12 1,5 800 <8 20
GF 147 60 20 15 0,3 10 10...5010 2 650 <6 1,510 2 800 <8 20
(A

™m o

66 100 ... 6C 123
6¢ 301
6F 1700, GF 705

14



Ge-pnp-Schalttransistoren
TepmadieBH [nepexypyaniige TpaH3NCTOPH TUNA p-n-p
p-n-p Ge-switching transistors

Typ Grenzdaten bei ‘8; =25 %’ Informationsdaten (-8;i = 25 %)
bel =5 bei bei bei
Ptot “Ucso ~Ucer P “Ummo ~Ic Y Pom “Uog ~Ic %4 "UCEsat""IG =Ig -Iopo Yo
~UcErest
oW v v Q v mA  ps V mAops V mA mA pA
GS 109 150 20 ‘15 1 10 50 <1,5 28...140 0,5 50 <0,5% 50 <15 15
Gs 111 150 20 15 50 10 200 <1,2 28...140 0,5 200 <1,5 <0,3 300 9,4 <15 15
GS 112 150 20 15 50 10 200 <1,2 28...140 0,5 200 <0,9 <O,3 300 9,4 A5 15
6S 121 150 30 20 1000 10 100 <10 28...162 0,5 100 <0,5* 100 a5 15
GS 122 150 30 20 1000 10 400 28...224 0,5 100 <0, 5* 100 <5 15
1) =Ugpy del Upp = 0,5 ¥
Ge-pnp-Leistungstransistoren
T=pmanneBHe MOUHWE TPRAHSMCTODH TAIA pP-D=p
p—n-p Ge-power transistors
Typ Grenzdaten bei 3; =25 °C Informationsdaten (8; = 25 °0)
Del “bei el bel
Ftot  ~YeBo ~UcEr BeE “VEBo "¢ M1 “Ver “I¢c Tt ~Uomsat ~Ic ~Iz Yon Yore ~lcus ~Vcu
W v v [+] v A ' A kHz V A A ps ps mA v
GD 160 5,3 17 20 18 50 10 3 18...562 1,5>180 <0,6 3 0,5 <1,5 20
6170 53 233 30 5 10 3 18...902 1,5 >180<0,6 3 0,5 A 33
e 175 5,3 1) so 48 50 10 3 18...90 2 1,5 >180 <0,6 3 0,5 <1 44
e 130 5,3 1 66 60 50 10 13 18...90 2 1,5 »180 <0,6 3 0,5 < 60
GD 240 10 17 30 29 50 10 3 18...140 2 2 250 <0,6 3 B35 <2.5 30
GD 241 10 L {40 35 50 20 3 18...140 2 & >250 <0,6 3 0,5 <30 <16 =<2,5 &0
Gb2s2 10 50 48 50 20 3 18...M402 2 250 <0,6 3 0,5 <h0 <22 <2.5 50
G243 10 65 60 50 20 3  18...90 2 2 >250 <0,6 3 0.5 <44 <24 <2,5 65
Gb2ss 107 75 90 50 20 3  18...90 2 2 >250 <0,6 3 0,5 <32 <3 <2,5 75
1) B = 25 %
18 16
EBC fa—o
B "3‘ sy
< £ 3 £ 3 |
O e IO Spe
B B .
o 1
23 23
[ = 31
| R
2. p%
<o
L o
= el =
[ ) L 1 /
n [}
s
—oll8045  G5103...65722 1 6D160... GD 780 @1 GD240... 6D 24tk
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Si-npn-NF-Transistoren
npemMHieerye HUSKOYaCTOTHEE TPaH3MCTOPH THIEA n-p-n
n-p-n AF Si-transistors

Typ Grenzdaten bei 6; = 25 °c  Informationsdaten (8;: 25 °c)
bel bei bei

Piot Ucso Ucko o Ic  P2te Us Ic fp F Ug Ig £ Re Icpo Ucg

oW v v mA VvV mA MHz dB V .mA XHz k@ pa
SC 206 200 20 15 5 100 18...1120 6 2 >300 <0,1 20
SC 207 200 20 15 5 100 28...1120 6 2 >300 <8 6 0,2 1 0,5 <0,1 20
SC 236 200 30 20 5 100 56...560 6 2 . <0,1 130
SC 237 200 S50 45 5 100 56...560 6 2 <8 6 0,21 2 <0,1 50
SC 238 200 30 20 5 100 56...1120 6 2 <8¢ 6 0,21 2 <0,1 30
SC 239 200 30 20 5 100 112...1120 6 2 <4 6 0,20,03...132 <0,1 30
S5i-npn-HF-Transistoren
HpewsMesye BHCOKOYACTOTHHE TPAH3MCTODPH TENA n-p-n
n-p-n RF Si-transistors

% (o]
Typ Grenzdaten bei &, = 25 oy Informationsdaten (& = 25 °C)
bei beil bei bei
Frot Ucro UCEQ* Uspo I¢ h21§L Ug Ic 1 Uggeat Ic I3 F Iz £ Iggg Uen
Ucr ho1e i

vV vV mA V mA MHz V mA mAdB mA UHZ' pA v
sF 121 600 20 20"V 5 100 18...1120 2 50 60 <1 50 5 5,50,5 1 <1 20
sF122 600 33 33"V 5 100 18...1120 2 50 60 @ S0 5 550,5 1 < 33
SF123 600 66 66°70 5 100 18...1120 2 50 >60 <1 5 5 5,50,5 1 <1 66
SF 126 600 33 20 7 500 18...1120 2 50 >60 <0,5 150 15 4,5 0,2 1 <0,1 33
SF 129 600 66 30 7 500 18...1120 2 50 >60 <0,5 150 15 4,50,2 1 <0,1 66
SF 128 600 100 60 7 500 18...1120 2 50 >60 <0,5 150 15 4,50,2 1  <0,1 100
SF 129 600 120 80 7 500 18...560 2 50 >60 <0,5 150 15 <0,06 100
SF 131 300 20 12 5 50 18...1120° 1 10 >200 <0,5 10 1 7 0,2 1 <0,1 20
SF 132 300 40 15 5 50 18...1120 1 10 >200 <0,5 10 1 6 0,2 50° <0,1 40
SF 136 300 20 12 5 200 18...1120 1 10 3300 <0,3 10 1 7,8 0,2 1 <0,1 20
SF 137 300 40 20 5 200 18...1120 1 10 3300 <0,3 40 1 6,8 0,2 1 <0,1 40
S¥ 150 680 160 160°25 50  28...140 10 5 380 <5 30 6 <0,1 140
SF215 200 20 15 5 100 28...560% & 2 3100 8 5 100% <0,1 20
SF 216 200 40 20 5 100 28...560% 6 2 >100 8 5  100% <0,1 20
SF 225 200 40 25 4 25 <0,5 40
SF 235 200 40 25 4 25 <0,5 40
SF 240 160 40 30 4 25 440 <0,5 40
SF 245 200 40 25 4 25 800 3 2  200% <0,5 40
1) Rn. = 108 2) Rgp = 1 k@

=
=
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Si-npn-Schalttransissoren
Koenuuerne llepesanyansie TPIH3KCTOPH THIZ n—p-n
n-p-n Si-switching transistors

renzdaten bei {% =25 °¢ Informationsdaten (& = 25 °c)

bel el bel bel
Prot VYcmo Yemo Ympo I Boqm U Ic Vcusat Ic IB %on %orr ¢ Icpo  Ucs

bul] Y v mh v mi v mh mA ns ns mi i v

53 300 25 15 £ 200 18...560 1 10 <0,5 10 1 <40 <75 10 <0,05 15
S5 300 40 5 5 200 1855900 A 10 ek 10 1 <40 <75 10 <0,05 20
o 300 20 15 ) 200 18,5280 1 10 <0,5 10 : | <40 <75 10 <0,05 15
55 200 20 15 5 100 18...2580 0,5 30 <0,45 30 3 22 230 10 <0,1 20
33 200 20 15 5 100 1840280 0;5 30 <0,45 30 3 <35 <60 10 <0,1 20
55 200 20 15 = 104 18...280 0,5 30 <Q,45 30 3 <35 <30 10 <0,1 20
00 B0 40 5 600 8...140 1,3 500 <1 500 50 <50 <100 500 <0,2 50

zialtransistoren zur Ansleusrwnys von Ziffernanzelgerthren
HE CilSIASARHNE TPAHAWCTODH THMA 1A HaBeIeHkd
0B0A A"JJ“...J,HnP‘.lVH n-P n
n-p-n bl-“QeCial transistors for driving numerical display tubes
Grenzdaten bei & = 25 °C Informationsdaten (& = 25 Zg)

DEL bel bel - bel
Toot UYemo UYemv Uz Yo ¢ P2r U Ic Uomsat ¢ B Icey  Ucp

miy J V V v mé v mi v mi mh pﬂ v

200 150 70 70 1 5 30 >32 3 10 <3 10 0,31 <1 70
201 150 100 100 1 9 30 >32 3 10 <3 10 0,31 <1 100
1] 150 120 120 1 o 30 >32 3 10 <3 10 0,31 <1 128

EBe & & [
. : |

r! 5'7——|

oy
=1
42 42

= J{ e=et s

06

| 65
T
53
S
42
42

’Ei ﬂ
25 |
75
| e 1
s
87
f—
=
87

4 EBC BEC
S5 N e iS22 SK 131, SF 132 3C 206, SC 207, SF 225
SE 1%6...55 123 SF 136, SF 137 8C 236, SC 237, SF 240, SF 245
SF 150 S5 106...8S 109 SC 238, SC 239,
SSY 20 SF 215, SF 216,
SF 235,

58 200...55 202
S8 216...88 219
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8i-M0S-Feldeffekttransistoren ( n-Kanal-Verarnungstyp)
LOEMEUMCEHE OoJeBHE TpausucTopw MUS (n-KaHal-obenHeHHHH TuUn)
S1 MOS field-effect transistors (n-channel depletion-type)

Typ Grenzdaten bei B = 25 % Informationsdaten (& = 25 *o)
bel bel bei
oot Uns  -Ugs  Ugs Up¢ Ip T I2q Ups -Up Ip X,
mW b v v v mh mh m3 v ¥ PA LY,
SKE 103 150 20 12 -15/+45 32 15 Fewin b2 >1,3 8 <12 10 >
Sk 104 150 20 10 -15/+5 30 45 Tibuaabyh >1,0 8 <3 10 >1
Si-Li05-Feldeffekttiransistoren (p-»KaJla.l—AJu'eicneru.:_;styp)
{LENENEEYe [10JEBHe TpaHamaTope MGCS (p-KaHar-odoramennsi Ton)
Si 08 field-effect transistors (p-channel enhancement-type)
Typ Grenzdaten bei Bh =26 9% Infoxmatioasuaten.(ﬂh = 25 °¢)
bei TeL
Pyor Ung Ugs Upe Uss -Ip “Ip Yo s U Iy €. Rug
Upg Usn ~Ipg :
mW Vv v v v mA mi n3 v uA pi 2
SHY 50 - 225 -31/+0,3 -31/+0,3 31 -15/40,3 25 10 3,6 10 3...6 10 <12 150
SHY 51 1) 240 -31/+0,3 =31/+0,3 +31 © 20 10 3,6 10 3...6 10 <12 150
SHY 52 300 -31/+0,3 =31/+0,3 +31 -15/+0,3 ?80* 50 12,5 10 Y.neb AD <38 34
U105 b2 400  -31/40,3 -31/+0,3 31 0 25 >3 2 3...6 10 <12 150
1) Doppeltransistor 2) e-fach-Transistor (L0S-Schaltlireis)
qﬂ '-d—gls—-— - 16:0 £ AL_‘
of s ; s
§| § /_J ol \ 88 L. & & ettt —
N TTIT T i T sty V1" OO a! O |
i g iy | S H = YWY ;J:
s n sty ALl betn §
- 1 { b .U B ]
L 0,55 25, ‘ .
g e 00__150
29, 25 % b |
& D, 8BS,
v 1) e b & B Dy Ds Dy B D3 Db Dy
== E1 i i Y e (O 0 J0 e 0 e O |
SMY 50 =
L SMY 52 T I L e, Jad
&G D 5 IF, L § 6 G5 8§ 53 Gz 31
$
SMY &1 J\p:
1 & &
B = = 6
k...% D
7
| gg’ 47 | §M 103
; LA = %7 ol SM 104
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Dicden,

1
Dioves, rectifier diodes, thyristors

Lo

-icarichterdioden, Thyristoren

bl JANATENNR, THDUCTORH

Si-Kspazitstsdioden
KpemHiiexre Lapiks.in

Si-variable capacitence

Q102¢s

Ty Kenridaten bei & = 25 “¢
= Gel - - bel
Prot Ip ¢y Iy Ug Ly I, Ug .
mW v pF GHz v nH oy ol
SAZ 12 300 18 a5 >10 6 3,5 <10 18 Q.4
SAZ 13 300 18 5 >20 6 3,5 <10 18 0,4
Si-Varaktordio
LpesmHusnue & TCpH
Si-varactor diodes
Typ Kenndaten bei 35 = 2500
bei ) bel bel
A
Pin U T Yar) Tx c5 T Up g % Ip G Rini
U Vi mi v pA pF GHz v nH ns v pF gra/w
SAZ G4 o 90 10  >90 100  4,0...8,0 >20 5 <2 >12 6 0,8 <10
SAZ 61 1,5 6O 10 260 10 0,5...1,0 >100 6 <1,5 >3 6 0,45 <100
SAZ 71 1 30 #30 10 P SPAE O >150 5] L ) 0,45 <200
Ge-Gleichrichterdioden
BUOPAMAT CAbHEE ZECIE
Ge-rectifier diodes
Typ Kenndaten bei & = 25 “C
Ur Ups Loy Lig Up Ip
v v A A v A
GY 059 12 12 <100
Y 100 24 24 <100
o3 i [0 40 40 <100
GY 102 75 75 0,1 0,35 <0,5 <100
wY 193 100 100 <100
GY 104 150 150 <50
¥ 10% 200 200 <50
@357, > 736302
fz'#‘_m [ YIS o ]
Aleel K q;‘ E? = f
" * ] 4 & #
B~
e L L= i
~F tey
( @587 e
=~ . . v Agémex |, %
5 ™ i
LA Hﬁ—- I S E_ } 1_::;
] = .
B ~ | vy e i L)
1 0 Z:
i O i Y A P I Ty &
Syl padiey a4 ! 1.,-,1,_ :x::f
. o5 ] ¥ =3
s ] i
L:J Y Adgpier- L i ] 1.3
L enss farbgunkt (farede) Kuppe 824 ! i A
2 ohne Adapterkappe e e pL 5L
Gr099...6Y 105 SAZ 12, SAZ 13 SAZ 5 SA7 67 SE7 7Y
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Si-Schaltdioden
HpeMHEeBHEe UMIYBCHHE IHMOJM
Si-switching diodes

Q

Typ Grenzdaten bei 63 =25 % Informationsdaten (ﬂa = 25 g}
vel bel
"~ A ~ - €L
Pt | R Tr Im I To Up r L Y Ciot Cor
Urn Ty
oW vy A oA nA mA v mA  pA v  pF ns
SAY 12 430 50 75 300 600 2000 200 < 200 <0,1 50 «<u M < <)
i o
SAY 16 430 30 135 300 600 2000 200 <1 200 <0,1 30 <4 ¥ <u @)
<> 5]
SAY 17 300 50 60 175 350 2000 115 o 00 <0,1 so <3 Y <« 2)
<5 60
SAY 18 300 25 35 115 225 2000 75 < 30 <0,07 25 <4 <2 2)
<5 35
SAY 20 300 15 20 75 150 2000 50 <1 10 <0,05 15 <tV ey )
<5 20
SaY 30 150 25 30 30 &0  1s0 <0,81 3 <0,04 25 <y 2/ <65 2
>0,5 0,1
SAY 32 150 25 30% 50 100% 250 <1 15  <0,046 25 <&>) <652
SAY 40 150 15 20% 20  40% 100 <0, 84 <0,06 15 <83 ° <102
>0,5 0,1 )
SAY 42 150 15 20f 30 eot 150 <1 6 <0,06 15 <3 3) <10 &)
SA 403 100 25 30% 30 co¥ 150 <0, 31 3 €0,04 25 <8,5 3 <G5 21
>0,5 0,1
saaon 100 15 20% 20 40t 100 <0,84 3  <0,06 15 <8,5 3 <10 )
=0,5 0,1
1) Up =0V, f=1uHz, Uip = 50 mV 2) beim Schalten von I, =10 mA auf U, = 6V
3) Ug =0V, £=0,5 Mz B
Si-Mehrfachdioden
KpeMHUEBHE IMOIHHE MATDHIH
Si-diode arrays
Typ Grenzdaten bei & = 25 °C Informationsdaten (& = 25 °C)
Poot YR Upy I Ipy Up Ip I Ur  Caos trp &
mW v v mA mA v mA na Vv pF ns mm
SAL 41 150 4,2
SAL 43 200 15 20 20 40 1,7 3 <60 15 <61 <102 10,1
SAL 45 300 15,71
SAM 42 150 9
SAM 43 200 <0,84 i sy N5
15 20 20 40 <60 15 <8 <10
SAM 44 250 0,5 0,1 14
SAM 45 300 16,5
SAM 62 150 9
SAM 63 200 <o,84 3 B 2y 5
15 20 20 40 <60 15 <8 <10
SAM 64 250 >0,5 0,1 14
SAM 65 300 16,5

1) Uy = 0V, £ = 500 kHz

2) beim Schalten von Iy = 10 mA auf Uy = 6 V
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Grenzdaten bei ﬂé =25 °¢

Si-Schalterdioden
KpemBHeBHe ZMOIN leperavvaTensi
Si-switching diodes

Informationsdaten (Jh = D98y

bel bel bel bei
Peot Y Ip Up Ip Iy ip ¥y I ¢ ¢ Ug
i v nA v mA ni v Q mA  MHz pF v
SA 301 20 100 1,2 100 <100 20 <1 10 30 <2,5 10
Sk 42 100 20 100 <1,2 100 <100 20 <1 10 30...300 <2,5 10
S « s 946 F 1 ¢gs |
+ o :;.
1
m
T m
| E | - rr—_-_ L
roter
. | x Katode SIS Farbpunkt | R
i| % ¥ | Katode™ || |~
E ! 24 d%y JE A
i ' 2571 ol | 024
d o | S =
Katod i || I |
o L}Jzz Y Feuerverzinnt |
5 \11 |
gﬁr 12...8AY 20 = !
Y 30... SAY 42 SAVI2..
54 307 e SAY12..20 SA403, SA404, SA412
% 2, SAL 43,45
1
A )
1 o3 o ‘ﬁ, :% O On oo Do O mr ] *: :}
A b ! o '
muiRg OOO®OOO®
¥ | ; 3 - SAMEZ .45
: Lrs]
i i
N ,.
ek t 1+ 0O@Q0OWO®
O—j| _SAME2...65
o | ¢ -
£ : ¥ lotbar
b SAL 43, 45
+12_5_{j._ SAM42 .. 45 |
..Z._..I SAM 62... 65

®
r~
-

OOEO®OE
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Ge-Universaldioden
l'epvanueBne yENBepcaibHke ILAOMH
Ge general purpose diodes

Typ Grenzdaten bei 35 Sl % Informationsdaten (ﬂh = 25 °0)
bel bel
-~ - ~ -~

Ug Upg Ups Ip Izr Tps Up Iy Ip Uy

v v v mA mA mA v mA P4 v

GA 100 20 26 30 20 45 100 <1 5 <100 10
<500 20

A 101 40 50 55 15 45 100 <1 3 <40 10
<400 40

GA 102 60 70 80 12 45 100 <1 3 <40 10
= <350 a0

A 103 80 ele] 100 10 45 100 <1 3 <15 10
<250 30

JA O 110 115 120 10 45 100 <1 3 <15 10
<200 110

GA 105 20 26 30 20 45 100 <1 3 <100 10
: <500 20

GA 103 80 90 100 20 45 100 <1 5 <6 10
<100 80

GAZ 17 a5 12 20 D 120 1 <l 5 ao 1 1o

fre-3chaltdioden

D CLMEHMEERe EMIOYECHHE IUOIM
Ge switchinz diodes

TYp Grenzdaten bei 6k =25 % Informationsdaten (ﬂa = 25 %)
5ol el
A A A N
Prov Uk e Yrs Ir TR Ips Io  Up Iy I3 Uz Ctot Reh
mw v v v ma mi mi mA v mh  ph V pF grd/W
GAY GO 80 20 25 30 75 225 500 50 <A 75 <1000 20 <1,5 %) <0,5
AT 61 30 20 25 30 100 300 500 75 <0,7 75 <1000 20 <1,5 2 <0,
AY 52 30 20 25 30 100 300 500 75 <0,5 10 <50 10 1,52 <o,5
AT 63 80 40 50 60 100 300 500 75 <0,8 95 <50 10 «,52) <o,5
<500 40
WY 64 80 50 90 100 75 225 500 50 <1 75 <50 10 <1,52) <0,5
<500 80
sz 16 1001 25 D 201 1201 A 5 <0 10 <0,4
1) = 45 ¢ 2) bei U, = 1V, £ =1 KHz

@ R~




Ge-Diodenpaare und Quartette
T'epvaHieBHEe NapH AMOLOB M KBADTETH
Ge diode pairs and quartets

Typ Grenzdaten bel 35 = 25_00 Informationsdaten (@h =2 DG)
bel
|- ~ A A A
B % %s T Im Ipg Ty I Ty Up I Uz
v v v mA mA mA pA PA mi v pA v
2 GA 109 40 50 55 15 45 100 >100 <10 >5 1 < 40 10
< 300 40
2 GA 113 25 35, 30 50 >150 <10 26 < 40 10
4 GA M4 25 35 30 50 Gl < 40 10
< 150 20
Farbring, Katode S
£y &
S
Y

s

GA 100.

o) T
GAZ oy,

103, GAY 60...64

GAZ 17, 2 GA 109, 2 GA 113, 4 GA 114
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Si-Gleichrichterdidoden
HpeMHNEeBHE BHIDAMMTENEBHEE IHOLH
Si-rectifier diodes

o]

Typ Kenndaten bei ¥, = 25 °C
~ e — i~ A
Ur Urr Urs Tpy I, Iy Tpg Up Tp Reh
Rini*
v v v A A A A v mA grd/W
SY 170/1 100 ' <5
SY 170/2 200 <6
15 25 39 100 <1 272"
SY 171/1 100 <8
SY 171/2 200 <6
SY 18071 2) 70 100 100
st 180/2 ) 140 200 200
SY 180/4 280 400 400
SY 180/6 420 600 600 1,1
.10 30 47 250 <1,3 <5 ]
SY 180/8 560 800 800 : <5,9 <7
SY 180/10 700 1000 1000
SY 130/12 840 1200 1200
31 180/14 980 1400 1400
ST 200 75 100 110
SY 201 100 130 150
SY 202 200 260 300
SY 203 300 390 450
SY 204 400 520 600 0,6
) 1 2 8 <,z <0,15 <100
SY 205 500 650 750 0,7
SY 206 600 780 900
SY 207 700 910 1050
SY 208 800 1040 1200
SY 210 1000 1300 1500
SY 320/0,75 75 100 110
SY 320/1 100 130 150
SY 320/2 200 260 300
SY 320/3 300 350 150 3)
SY 320/4 400 520 600 0,95 3 <100
o 4 3,1 3 <1,2 <0,15 )
320/5 500 650 750 0,85 <115
SY 320/6 600 780 800
SY 320/7 700 910 1050
SY 320/8 800 1040 1200
SY 320/10 1000 1300 1500
SY 400/0,75 75 100 110
SY 400/1 100 130 150
"SY 800/2 200 260 300
SY 400/3 300 390 450
SY 400/4 400 520 600
0,95 2 3,1 8 b <0,15 <160
SY 400/5 500 650 750
SY 400/6 600 780 900
SY 400/7 700 910 1050
SY 400/8 800 1040 1200
SY 400/10 1000 1300 1500
1) bei R-Last 2) mit Kihlkorper K 110 3) wolle Liange
4) AnschluBdrdhte auf 10 mm gekiirzt 5) nur auf Anfrage lieferbar




Si-Avelanche-Dioden
KpenmHueBHEe JNABHHHHE . IH
Si-Avelanche diodes

Typ Kenndaten bei &, = 25 %
: 7 = =~ a A
Ir YRR U(eR) Ipn Ip Ip Prs Ip Rend
v v v A A A W mA grd/W
SY 180/64 420 600 >800
SY 130/8A 560 800 >1100
SY 180/104 700 1000 >1400 10 47 6000 <5 <1,
SY 1807124 840 1200 >1600
SY 180/144 980 1400 >1800
Si-Leistungsgleichrichterdioden
Hij(:'-.’uiﬁﬂejﬂe MOUjHEE EHLPAMUTEIBHEE IFCTIH
Si-power rcctifier diodes
Typ Kenndaten bei 'v?'a =25 %
2 ~ TA —_— ~ )
Up Upr Upg Ip Ip I Up In Rint
v v v A A A v mA grd /i
3Y 250/0,5 50 a0 90
SY 250/ 100 180 180
SY 250/2 200 360 360
SY 250/3 300 540 540
8Y 250/4 400 720 720 250 2000 <0,57 <7 <0,17
SY 250/5 500 900 900
sy 250/6 600 1100 1100
SY 250/8 300 1400 1400
SY 250/10 1000 1700 1900
i Jew T p
r__ )
#2 max_ '*‘—“—T' .
I 08
Kenn- = 9125 Y180
E | zeichnung F————1 by g SY 180 A
CLALLAPSES g o + § =
2}.’ Ely} “N’ —————
= &
$05 - -
08 i ] atode
L) Farbring g pIgLor
II ; (Katode) ; 1
Sr200...5y 210 ' ' Gq iy
_________ " P47 max
S §
_______ S Y :
5 4 ¥
[ g_rg
g6eee| | TR 2 %
5 SY 170 | |@7Z2840s Y 250 ¢ 50 max i
SY 320 U SY 171 | 2%205
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Si-Z-Dioden
KpewrueEHe CTabWIdTpCHY

5i-Z diodes
Typ Kenndaten bei ¥, = 25 °C
bel beil bei

P 1, U, r x, TKEE 31 T, Uq I,
oW mA v Q mh 10" /grd v mi v pa

5ZX 18/1 0,65...0,85 <8 -26 ...-23

SZX 18/5,6 5,0 .4.6,3 <65 +3 .45 >

szX 18/6,8 6,0 ...7, <10 1 L .et? >2

SZ¥X 18/8,2 Va3 cuad <8 +2  seat? >3,5

SZX 18/10 250 8,8 ...11,0 <17 5 45 ...48 <0,35 5 >5 1

SZX 18/12 10,7...13,4 <30 +6  ...+9 >7

SZX 18/15 13,0...16,5 <40 +7  ve.t9 >10

SZX 18/18 16,0...20,0 <55 +8 ...+9,5 >10

SZX 18/22 19,6...24,4 <90 +8 ...+10 >12

SZX 19/5,1 498 vead,h <75 =5 aaat3 >

52X 19/5,6 5,2 ...6,0 <60 3 g 1

SZX 1956,2 2,8 +046,6 <35 -g .46 >1

SZX 16/6,8 ) <8 = I >2

SZX 19/7.5 250 710 1.:.7.9 <7 > 42 ...47 ez B >2 i

52X 19/8|2 ?.? .o-a,? <7 +3 . )3'5

SZX 19/9,1 8,5 ...9,6 <10 +4  ,..+8 >3,5

8ZX 19/10 9,4 ...10,6 <15 +5 ...48,5 >5

52X 19/11 10,4...11,6 <20 45354449 >5

52X 19/12 11,4...12,8 <20 +6  ...49 >7

3%ZX 19/13 12,5...14,0 <30 +7  ...49 >7

SZX 19/15 13,8.4.15,5 <35 +7  ...+9,5 >10

54X 19/16 250 15,3...17,0 <40 5 +8 ...+9,5 <0,85 5 >10 1

SZX 19/18 16,8...19,0 <50 +8  ...49,5 >10

5ZX% 19/20 18,8...21,0 <80 +8 ...+10 >10

SZY 19/22 20,8...23,0 <80 +8 4710 >12

5ZX 19/24 22,8...25,6 <80 +8 ...+10 >12

32X 21/1 200 0,73...0,83 <8 L)

SZX 2°1/5,1 43 4,8 ...5,4 <60 =5 e

32Y 21/5.6 40 5,2 ...6,0 <40 =2 west5 >1

3ZX 21/6,2 250 37 5,8 +..6,6 <10 “]  eutb b

52X 21/6,8 oo 1) 34 AT AR <8 5 40 a7 <1 50 >2. 1

SZX 21/7,5 31 2.0 ...7.9 <7 12 aeet? >p

SZX 21/8,2 27 97 e0e8y7 <7 3 ...47 >3,5

SZX 21/9,1 25 8,5 ...?,6 <10 +h .48 >3,5

SZX 21770 23 9,4 ...10,6 <15 +5 .+8 >5

S2X 21/11 21 10,4...11,6 <20 +5 .+8 >5

SZX 21/12 19 11,4...12,8 <20 +6  ...+9 >3

SEX 21/13 17 12,6...14,0 <25 +6,5...49 >7

SZX 21/15 250 16 13,8...15,5 <30 +7 awsib >10

5ZX 21/16 450 M 14 19,30.07:0 <40 5 +7  ...49 <1 50 >10 1

SZX 21/18 12,5 16,8...19,0 <55 +7  veet9 >10

SZX 21/20 1l 18,8...21,0 <55 +7  4e.t9 >10

SZX 21/22 10,5 20,8...23,00 <55 7 ek >12

SZX 21/24 9 22,8...25,6 <80 +7,5...49,5 >12

) & = 25 %

]
o



Si-Leistungs-Z-Dioden
ApenHileBHe MOUHEE CTAGHJIKTPOHE
Si-power-Z-diodes

Typ Kennwerte bei ﬂé =25 °%
bel
frot 1z 5 2 Ip Ys Ty iz Tyz, Ring
R, . *
: i th
mi mA mA v 2 ma 107 "/erd grd /W
sz 600/0,75 17 1000 3000 0,65...0,85 0,5 100 =
SZ 600/5,1 180 1450 B8 wusbs 2 100 =
82 600/5,6 165 1330 G 26,0 1 100 +2
52 600/6,2 150 1210 5.8 ...6,6 1 100 +3
SZ 600/6,8 135 1100 B3l e i T g i 100 +3
57 600/7,5 125 1010 200 e i 9 | 100 +4
SZ 600/8,2 115 910 Tl wariliylF | 100 +5
SZ 600/9,1 105 830 85 il B 2 50 +6 -
5S4 600/10 2) Y5 750 100 O .a10,6 2 50 +6 <80%
SZ 600/11 a5 690 10,4...711,8 4 50 +7
Sz 600/12 20 630 i s D7 4 50 +7
SZ 600/13 70 570 12,4, . .18,1 5 50 +7
SZ 600/15 65 500 13,8...15,6 5 50 +7
SZ 600/16 60 470 15,3 e 174 6 25 +7
SZ 600/18 55 420 16 8-.219.1 & 25 +7
SZ B00/20 50 380 18,8.:.01,2 6 25 +8
B4 600/22 45 350 20,8...20,3 6 25 +8
1) in FluBrichbung gepolte Diode ) & =35 %
Si-Referenzelemente
ADENHEE KR CiUOPHEE 3JeLeHTH
Si-reference diodes
Ty Kenndaten bei & = 25 %
bel bei
Peot U, X, I, Ty, au, +, AT, it
R v o mA 107 5/gra mv °g pA erd
SZY 20 <10 <6,6 <32
et = 100 8,4 £ 0,6 <25 £ %9 <33 0...75 wite
S4Y 22 <2 <13,2 <6,4
521 23 <1 <6,6 <3,2
<250 75
*r

Farbring
(Katode)

SZX 18, SZX 19

L

N
03
!

S
4z
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Ge-Photodioden
T'epmanuerre poTomuony
Ge-photodiodes

Typ Grenzdaten bei 8'& = 25 °C  Informationsdaten (&a = 25 9%
) 2) bel bei”
1
Py ok IJR IR I In = Ug lbp T, R, A .
mW v mi PA A v nm ps k9 mm
GP 119 30 20 3 <15 230 20 1550 <10 >100 1
GP 120 30 20 3 <15 >100 20 1550 <10 >100 1
GP 121 30 50 3 <15 >30 50 1550 <10 >100 1
GF 122 30 50 3 <15 >100 50 1550 <10 >100 1
1) bei E = 0 2) bei E = 1000 1x und einer Farbtemperatur der Strahlungsquelle von 2850 %k
Schnelle implantierte Si-Photodioden
DECTpHE LEeLCHHHE KDEMHAEEBHE (JOTOHMOIM
Implanted high speed Si-photodiodes
Typ Grenzdaten bei 's's. = 25 °¢  Tnformationsdaten («9‘3a = 25 %)
) ) bei hei
1 2
Fiot g Iy Iy Iz Ceot Ur S A A bt A 2
oW v mA na iT:s pF v A/ nm nm ns mm
SP 107 10 25 1 <500 315 <30 20 0,15 500 820 10 3,6
>0,3 820
20,25 900
SP 102 30 25 1 <10 >1,5 <h 20 >0,15 500 820 2 0,25
>0,3 820
>0,25 900
SP 103 10 25 1 <50 >5 <10 10 0,15 400 900 1,2
>0,4 900
20,1 1100
1) bei E = 0 2) bei E = 1000 1x und einer Parbtemperatur der Strahlungsquelle von 2850 °k
944 Anods Anede o3 9
B 4
I g_- __—r
H
%T " =3 '3 S
Vi ™~ 1
- 9| x
7
ﬁ*—l | #87-005 g: E " f e /f Hff
P l‘ A L) node Ratode g
N
(Anode) a Li%yq‘”—-] !
Kontakt=""\ | Narhpunkt &
o fldche (4§ X2
S M2 Q135
w |
- & | ‘l.l_? | —
ol Anode
—of205 D045 6 A 1
i ¢ ololn  nlalf 5] asdiek
004 ﬁg:;q, i Katode am 1 VAATI, V@A 11/A4 29
ause Gehduse o
Fl . [2 /A VA 12

G6P119...GP123  SP01, SP103 SP102
VaB71/A | F— & VaB 73

op
AL
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Galds-Infrarot-Lumineszenzdiode
Gads- MHpaKpacHLe CBETCLACAE
GaAs-infrared-emitting diodes

Typ Grenzdatcen bei 3& = 45 O¢ Informationsdaten (ﬂh = 45 OC) .
bel bel
L) -~
Urr Ig FR Up Ig Ay AN Te Tp Rini
v mi mA v mh nm ‘nm AW/ sr mA zgrd /W
vo 135 2 200 320 <1,5 200 920 50 >50 200 <100
GaAsP-Lumineszenzdioden
GaAsP- CEETOQIMOAN
GaAsP-light-emitting diodes
TyD ¥enndaten bei 8& . 20y
Up Ip U Ay A L ty Farbe
v mh nm nm asb h
4 20 <1,8 £ J...670 30 >1000 5w 48" rot

1) Ausiiibrung mit erhdhter Schwing- und Stolfestigkeit
GaAsP-Lumineszenzanzelizetableaus
GaleP- JOMUINCHCHTHENC NHMEATODHHE TaGkO
GaAsP-light-emittins diaplays
Typ Kenndaten bel ﬁh = 25 %
17 2) ; ;
U, I I U I A AA L t Anzeige- h  Stel- Ansteu-
R7F F F R P g art len— Erung
zahl
V mA mA v pa nm mm asb h nm
VQB .71 _
VGB 71/ ) 6 20 160  <3,6 <150 650...670 30 31000 2 -10% 7 Segment 7 1 n
¥GB 73 Lo20 30 <3,86 <150 650...070 30 1000 2 10" +, =y B 7 1 n
Vvt 32 g _
T9e 32/ Y 4 po 160 <1,8 <150 650.,.670 30 1000 2 «10° 7 Segment 3 3 p (time-
sharing)
1) je Zallen 3) Ausfihrung mit erhohter Schwing— und StoBfestigheit
2) mesamt 4) Ausfilhrung mit schrigen Anschliissen
+F +A +6 +B +K3
{ O nnr
/ Vorderansicht ) Vorderansicht \l 5 5
i)
] a"l \‘\‘ ‘ :
15 f ! of | L0 L L) S
25 az SNl 1 |8
_f - q - jsi
0 max
l . x25-7125  _
5] - OO0l
:i- i i =K1 +E +0 K2 +( +DP
1 ?4':8-412
— V@B 71/A ’
| X5=5 T seitenansicht VOB 73 vac 32/8
Seitenansicht _05-g05
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Symmetrische Si-Schaltdioden Diac

CummeTpuYHNE KpeMHHEEHE MepexioyYaTeNbHEe IMOLN Diac
Symmetrical Si-switchingdiodes Diac

Typ Kenndaten bei & = 25 %
Pt I Usm 0 Imm)  Ngmyr Yemd 890 I g
oW A v A v v mA 10 %/gra
SR 101/1 28 14
SR 101/2 150 1 32 14 300 4 5 10 10
SR 101/3 36 44
1 & - 10 V/ns
S8i-Thyristoren
KpemHUeBHe TUPUCTOPH
Si-thyristors
Typ Kenndaten bei 6& = 25 %
~ A ) — ~ A
R Yrw Uy U Ip Ip Ipg Ugp I Iy Up Ig st ®q  Pent
U Upy Upp Upg Ip
v v ' v A A 4 mA mA mh v mA us ps grd/w
ST 103/1 100
ST 103/2 200
ST 103/3 300 3 4,5 15 <3 <20 <20 <2 2) <10 <100 <10
ST 103/4 400
ST 103/5 500
ST 103/6 600
ST 108/0,5 35 50 50
ST 108/1 70 100 100
ST 108/2 140 200 200
ST 108/3 210 300 300 6 3 150 60
ST 108/4 230 400 400
ST 108/5 350 500 500
ST 108/6 400 600 600
ST 111/1° 70 70 100 100
ST 111/2 140 140 200 200
ST 111/4 280 280 400 400
ST 111/6 420 420 600 600 13 25 M5 <3 <100 <80 <2 P <5V 4 e <1,3
ST 111/8 560 560 800 800
ST 111/10 700 700 1000 1000
ST 111/12 840 840 1200 1200
ST 121/1 70 70 100 100
ST 121/2 140 140 200 200
ST 121/4 280 280 400 400
ST 121/6 420 420 600 600 23 40 235 <3 <100 <80 <2 1 4 & <0
ST 121/8 560 560 800 800
ST 121/10 700 700 1000 1000
ST 121/12 840 840 1200 1200
1) vet Upy vaw. g 2) bei I =94 3) bei I = 60 A
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Selengleichrichter Freiflidchengleichrichter fiir Gleichrichtersiulen
CeseHoBHe BHIDAMHTENR beliebiger Spannungen und Strome

ni ifi [L10CKOCTHEE N0JAYNPOBCAHMKCOBHE BHIDAMNTEIN s
SRS BeEREEes Ha00pA “EiDAMHTENBHEX waill A00EX HAlpAKeHH{ M Torck

Open selenium rectifiere for reectifier stacke of
random voltages and currents

Plattentype Elektr. Kennwerte Mechan. Kennwerte
Ujm IFN Bolzen- Bolzen- max. lichte Weite
durchmesser anzahl Flattenzahl
mm \' A mm Ot at. 1
16,6 x 16,6 0,13 4 1 32 2459
20 X 25 0,30 4 1 28 3,4
25 = 33 0,50 5 1 28 5,5
33 =50 20 1,0 5 1 24 5,5
50 x 50 25 1,6 8 1 40 5,5
5 x 83 30 1) 3,0 8 1 36 7:0
71 x 100 5,0 8 1 30 12,0
100 x 200 10,0 8 2 24 15,0
100 x 300 . 15,0 8 3 24 15,0
200 =x 300 30,0 8 6 24 18,0
1) Lieferung nach Vereinbarung
Selenblockgleichrichter im Metallgehduse
CeseHoBHE OJIOKHPOBOYHHE BRIDAMUTENM B METALIMYECKCM KOpIyce (= ——
Selenium rectifier blocks in metal casing >
e
T I
Typ Kenndaten bei & = -40...+40 v Gehduse— 32(37)
abmessungen
UAN IFICI RIS e o
w mA mm =
g S
B 250 C 90 250 90 18 215 o e
B 250 ¢ 135 250 135 12 x 17 % 37 5\ /
_1 | @35
Selenblockgleichrichter im Flastgehiuse fiir gedruckte Schaltungen
CenenoBre CSJUKEDUBDYHHE BHUPAMATENM B IJIACTMACCOBOM
KODOyce JUIA [eYAT4HHEX CXeM KOMMYTalMy
Selenium rectifier blocks in plastie casing for printed circuits
Typ Kenndaten bei ﬂh = -40...+40 Gehduse—
abmessungen
Uy Ten
v ma mm
4x5=20 5
E 500 C 15 500 15 10 x 10 x 23 ..f.l 7
E 625 C 15 625 s 10 x 10 x 23 I
M 500 C 30 500 30 10 x 10 x 23 ' | I
M 625 C 30 625 30 10 x 10 x 23 ® -
vV 250 C 15 250 15 10 x 10 x 23 =
v 300 C 15 300 15 10 x 10 x 23 3
] 28 Be
B 250 ¢ 30 250 30 10 x 10 x 23 :
B 300 C 30 300 30 10 x 10 x 23 Polaritétskennzeichnung (roter Punkt)
; be/ E~Schaltung
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Selenkleinstgleichrichter fiir gedruckte Schaltungen
Cesenosue MEHUMATEHEE BHOPAMUTENM IJIA OeYaTAHHEX CX€M KOMMY TalMn
Selenium subminiature rectifiers for printed circuits

Typ Kenndaten bei & = —40...440 °C Gehduse—
g abmessungen
Uy ey
v mA mm

E20 C &0 20 &0 4 x 10 x 12
E25 ¢ 60 25 60 4 x 10 x 12
E 50 € 80 50 80 7 x 12 x 13
E 60 C 70 60 70 i 2 o
EP5 €90 75 70 7x12 x 13
E 100 € 40 100 40 9 x.11 x12
E 125 € 40 125 40 X M 2
M 20 ¢ 120 20 120 4 x 10 x 12
B 25 C 120 25 120 4 x 10 x 12
K 60 C 140 60 140 7 x 12 x 13
M 75 C 140 75 140 7 x 12 x 13
K 380 C 80 80 80 9% 11 s
¥ 100 ¢ 80 100 80 9xM x 12
V10 C 60 10 €0 4 x 10 x 12
v 12,5C 60 12,5 60 4 x10 x 12
V30 C 70 30 70 Y x12 x 13
Y37 €70 37 70 7 x12 x 13
V40 C 40 40 40 S 1Y A2
V 50 C 40 50 40 9 x 11 x 12
B20 C 25 20 25 797 x8
B25 ¢ 25 25 25 7x7 x8
B20 C200 20 200 Yx 12 213
B2y C200 25 200 xR D
B 40 ¢ 80 40 80 Sx 1) 12
B50 ¢ 80 50 80 9x 1 x 12
Selenklammerszleichrichter
CeneHcsye CHOOKCBNE ENNDAMMTELN
Bracket-shaped selenium rectifiers
Typ Kenndaten bei 8; = -40...440 % Gehiuse-

~ abmessungen

e Lim Gy 1

v ma mA mm
B'20 C 500 /300 20 300 500 6 x 17 x 20
B 25 € 500 /300 25 300 500 &% 17x 20
B 30 ¢ 500 /300 30 300 500 6 x 17 x 20
B 20 ¢ 750 /500 20 500 750 6 x 20 x 29
B 25 € 750 /500 25 500 750 & x 20 x 29
B 30 C 750 /500 30 500 750 6 x 20 x 29
B 20 C 1000/650 20 650 1000 6 x 33 x 29
B 25 C 1000/650 25 650 1000 & x 33 x 29
B 30 € 1000/650 30 650 1000 6 x33 x29
1) mit Kiihlblech 200 cm® 2 mm A1

* f
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22
oo * lothar
Polaritdtskennzeich-
= (rater Punkt)
bel £ ~Schaltung
5 5
7. 1. 25 i
e B
25
o £ 8
3
b3 o

20 C 60
25 C 60
20 C 120
25 8120
10 ¢ 60
C &0

50 C 80
60 ¢ 70
75 C 70
30 C 70
3L Yo
60 C 140
75 C 140
20 C 200
25 ¢ 200

100 C 4G
40
50
80
40
40
80
30

A

o]

o
Qaocaacaa

ot
o po
Qo

vio
M P
v

B 20...30 ¢
500/300

B 20...30 ¢
750/500
b =20

B 20...30 ¢
1000/650
b =33
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Selenstabgleichrichter im HP-Rohr
CenexoBE# CTEpHHEBOH! BHIPAMUTENL E HF - TpyodKe
Rod-~type selenium rectifiers in HP tube

Typ Kenndaten bei 85 S W 7 T Gehduse—
5 = : abmessungen
Ui Loy
¥ mA Hien
E12,5¢C 3 12,5 3 13,36
E25 €3 25 3 13,72
E 37,5¢C 3 37,5 3 14,08
H in gleicher Stufung bis
E 1500 € 3 1500 3 56,20 f
E12,5C 53 12,5 5 13,36 @65
BE25 €5 25 5 13,72 -
E 37,5C5 37,5 5 14,08
. in gleicher Stufung bis
E 1500 C 5 1500 5 56,20 ¢G8x5Q\ -
B 12,5 € 10 12,5 10 13,36 ﬂg:g;w
E25 C10 25 10 Ta,5%2
E 37,5C 10 3735 10 14,08
g in gleicher Stufung bis
E 1000 € 10 1000 10 41,30
Selenhochspannungsstabgleichrichter iw Keramikrohr
CenenoBre cTEpxHEEHE BHIPAMATENH LECOECIC HANDALSIER ©
KepamiuecKol Tpyokre
High-voltage rod-type selenium rectifiers in ceramic tube
T¥p Kenndaten bei ﬁa = i 0 O
A A
UM-I U:{S IJ’:"I‘« IFH 1
v kv mA mA i
E 2250 € 2,5 2250 9 235 200 50
L 3000 C 2 3000 19,7 2 150 60 t
E 3750 € 2 3750 14 2 150 70
E 4500 ¢ 1,7 4500 12,5 1,7 100 85
E 6000 € 1,5 6000 22,6 155 100 110 @76
Selenhochspannungsgleichrichter TS zur Gleichrichtung pE
des Zellenimpulses in Fernsehempfingern
CeJeHCENY BHNDAMKTEN: BHCOKOH dYacTow A DEPaBERERNNA p65
MMIyALCA CTpPOYEK B TeleBH30pax
High—voltage selen@um rect@f;ers TS for the rectification Keramik- |
of the line pulse in televigion sets rohr~ n-ga
Typ Kenndaten bei 8& -40.,.+50 °C =
A A
Up Urr Upg Ty IpR 1 | =
kv kv kV mA mA mm L
TS 6,5 6,5 7:8 9,5 50 Cu-Draht E
TS 9 & 10,8 13 60 $08 ~ 3
s 11 11 1352 16 0,3 0,75 70 lothar
TS 13,5 13,5 16,0 18,5 85 verzinnt
TS 18 18 21,6 24,5 110
TS 20 20 24,0 26 120
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Selenhochspannungsstabgleichrichter im Kunststoffrahmen

CeseHUBHE CTEDKHEEBHE BHIDAMATEN BHCOKOTO HanpAXeHEs B
IACTMACCORBOH pame

High-voltage rod-type selenium rectifiers in plastics frame

Typ Kenndaten bei ﬂa = -40...+40 % Gehduse-
= abmessungen
Usn “rs Ten
v v mA mm
E 3500 C 15 3500 14600 15 15 2% 18153
153

17

rill'!llu_l!HHihl%lll||1|Ji!!|f__ll_;éllliIlliIlllh't'a‘lmillllliill| kel

Qo @m® O @ Ono]ﬂ

genietet
Selendioden
CejleHDBHE HuOoIy
Sclenium diocdes
Typ Kenndaten bei &, = -40...+40 °C Gehiuse
T bei abmessungen
U Iy Tx Ug Tp Iy
v mA MQ v st JiLs mm
D1 12 P 10 5 12...25 30 2 x7 %8
D8 120 2 16 80 an 100 7 x7x8
D 16 120 « 2 2 16 - 2 80 « 2 44 . 2 100 7 X7 w2
D18 270 2 36 180 120 100 7 x7 x 12
R 1 r’ll_'1 1
e = AE3 i o *
<+ <+
A
&5 &
Lz‘{ / “I
Die, D18 D1, bg
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Selenstabilisatoren
CesieHOBHE CTAC0UIN3ATODH
Selenium stabilizers

o ) +| _ H¥
Typ Kenn— Kenndaten bei ¥ = -40...+40 °C  Gehiuse- <+
zeich- abmessungen
nung Up IF g
v mA mm r [ =
0,5 St 1 55 0,5...0,6 : ' [
[~
1,0 st 1 s2 y I 8 Feidib e u :
1.5 856 1 53 R .
2,0 5t 1 S 4 2,0...2,4 £ . z
2,5 5t 1 &85 235430 * LOthar
£ A 58 34 0iae 30 0,5...2,0 7%x7xa8 0,58t 1 ... 5,0 St 1
I o 1 3.7 3,5...4,2
4,0 5t 1 58 4,0...4,8
0,5 St 10 181 0,5...0,6 S, "
' ; ) 1 T
1,0 st 10 182 w ¥ O 2,0...20 & weld % 42 -
1,5 8t 10 183 FyBiaa 8 R T
2,0 8t 10 184 2,025 |
2,5 St 10 185 245443;0
3,0 8t 10 1 576 3,0...3,6 2,0...20 p——
3,5 5t 10 1 8 3,:5...4,2
4,0 5% 10 1858 4,0, ,.4,8
. Z
0,5 ... 3,0 st 10:
a8 = 6, b = 2,5
Selenamplitudeanbegrenzer 3,5 ... 4,0 St 10:
o e e et e LN T FriRi o a=9,b:.-5
Corenobue OIpPQHUUMTENN SMILIKTY . -
Selenium anplitude limiter
Typ Kenndaten bei 85 = ~40,..+40 % Gehduse- 25
ot bel abmessungen
Réq UF dﬁ Ue f Rg
o) v Hp 0,775V/iip KHz R mm
KG 70 >3500 0,2 <0,05 -2 0,8 600 4 x 10 x 12
<8 1 >0,7 0 0,8 600 -
__‘!.&.4
* [otbar
KG 70
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KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK

FRANKFURT (ODER)

Stammbetrieb

DDR 1201 Frankfurt (Oder)=Markendorf
Fernruf-Sammelnummer 2690 - Fernschraiber 016 252

VEB GLEICHRICHTERWERK STAHNSDORF
Betrieb im Kombinat VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)

DDR 1533 Stahnsdorf, Ruhlsdorfer Weg
Fernruf 680 - Fernschreiber 015220

VEB GLEICHRICHTERWERK GROSSRASCHEN
Betrieb im Kombinat VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)

DDR 7805 GroBraschen
Fernruf 236 + Fernschreiber 017 8849 gwg dd

VEB ROHRENWERK ,, ANNA SEGHERS®" NEUHAUS
Betrie im Kombinat VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)

DDR 642 Neuhaus am Rennweg

Fernruf 410

Telegramm-Anschrift: R6hrenwerk Neuhausrennweg
Fernschreiber 628 332 rwnh dd

Exporteur:

EXPORT-IMPORT

VOLKSEGENER AISSENHANDELSBETRIES DER
UEUTSCHEN DEMOMRATISCHEN REPUBLIK:
DODR 102 BERLIN-ALEXANDERPLATZ
HAUS DER ELEKTROINDUSTRIE

KOMBINAT VEB FUNKWERK ERFURT

DDR 501 Erfurt, RudolfsstraBe 47
Fernruf 580

Telegramm-Anschrift: Funkwerk Erfurt
Fernschreiber 061 306

VEE ROHRENWERK RUDOLSTADT
im Kombinat VEB Funkwerk Erfurt

DDR 682 Rudolstadt
Fernruf 2201 - Telex 058 8433

VEB ROHRENWERK MUHLHAUSEN
im Komhinat VEB Funkwerk Erfurt

DDR 57 Miihlhausen
Fernruf 830 - Telex 0618722

VEB WERK FUR FERNSEHELEKTRONIK

DDR 116 Berlin-Oberschneweide, OstendstraBe 1-5
Fernruf 63 27 41

Telegramm-Anschrift: Fernsehelektronik Berlin
Fernschreiber WF Berlin 011 470

ARBEITSSTELLE FUR MOLEKULARELEKTRONIK DRESDEN

DDR 808 Dresden, Kénigsbriicker LandstraBe 159, Haus 137
Fernruf-Sammelnummer 588
Fernschreiber: ame dresden 02-428




